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これまで我々は，Si 太陽電池を作製する実験教材を構築してきた．この実験教材は，様々な制

限のある高専でも工学実験に導入しやすいように，汎用性の高い電気炉や蒸着装置などを使って，

必要最低限の簡略化したプロセスで Si太陽電池を作製できる[1]．構築した実験教材は実際に工学

実験などに導入し，有効に活用している[2]．Si太陽電池を作製する実験教材で確立した n型不純

物拡散層及びアルミニウム(Al)電極を簡易な方法で形成するプロセスとあわせて，フォトリソグラ

フィとゲート酸化膜形成プロセスを新たに確立することができれば，集積回路に必須の MOSFET

を作製する実験教材を構築できる．そこで，これまでに確立した Si半導体素子の作製技術を基に，

簡略化した方法で MOSFETの作製を試みた． 

MOSFETの作製には，フォトリソグラフィとゲート酸化膜形成プロセスを確立しなければなら

なかったので，まずそれぞれのプロセスの確立を試みた．その結果，MOSFET作製で必要な個々

のプロセスを確立することができたことから，p型 Si基板を使って nMOSFETの作製を試みた．

我々の nMOSFET 作製プロセスでは，ソース及びドレインの n+領域は，n 型ドーパントの P を含

んだ SOGを Si基板に塗布・熱処理して形成している．また，Al電極の形成ではメタルマスクを

使うことでフォトリソグラフィ及び Alエッチングを省き，プロセスを簡略化している． 

	 このようにして作製した，ゲート幅:170µm，ゲート長:335µmの nMOSFETのドレイン電流(Id)−

ドレイン電圧(Vd)特性を図 1に示す．図 1に示すように，良好な Id−Vd特性が得られていることか

ら，簡略化した作製プロセスで MOSFETを作製できる見通しが得られた．これを実験教材として

工学実験などで活用することによって，半導体工学を技術的及び物理的に理解することに繋がる

と思われる． 
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図図 1 作製した nMOSFETの Id−Vd特性 
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